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Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню процесів термостимульованого розділення фаз в плівках SiOx, що
приводять до формування наночастинок кремнію в оксидній матриці, а також дослідженню можливостей
впливу на ФЛ характеристики структур Si-SiOx.Вперше отримана кінетика термостимульованого розділення
фаз субоксидів кремнію та формування наночастинок кремнію в оксидній матриці. Розроблена технологія
формування поруватих світловипромінюючих структур nc-Si-SiOx, що полягає в осадженні моноксиду
кремнію на підкладинки, розміщені під кутом до напрямку потоку випаруваної речовини, та подальшого їх
відпалу. Показана можливість контролювати склад та структуру осадженої SiOх плівки, а також
спектральний склад фотолюмінісценції nc-Si за рахунок зміни кута осадження. Вивчався вплив хімічної
(насиченими парами ацетону та аміаку) та ВЧ плазмової обробки шарів SiOx на формування nc-Si та їх ФЛ
властивості. Хімічна обробка поруватих шарів SiOx до відпалу приводить до появи короткохвильової сму ги
ФЛ поблизу 600 нм. Зміни спектру ФЛ пов'язуються з модифікацією межі поділу nc-Si-SiOx за рахунок



заміни атомів кисню на азот або вуглець в процесі хімічної обробки та подальшого відпалу. Показана
можливість керувати положенням та інтенсивністю смуги ФЛ в широкій області спектра від 560 до 950 нм
використовуючи методи осадження під кутом, плазмової та хімічної обробки.

2. The dissertation is devoted to elucidation of thermostimulated phase separation process in thin SiOx films and
developments of methods that allow controlling PL properties of the nc-Si-SiOx films. IR-spectroscopy and
photoluminescent techniques were used to study processes of changes in composition of oxide phase in SiOx film
and separation of Si phase during thermal annealing in time intervals 1 sec -20 min and temperatures 300-100 С.
At first time it was observed kinetics of phase separation (growth of silicon phase amount with growth of annealing
time). The value of diffusion coefficient was evaluated in the terms of diffusion-control model of Si nanoparticles
formation. It is assumed that mobility of oxygen is in the base of structural-phase transformations mechanism in
SiOx layers and formation of Si nanoparticles during annealing. Effect of hydrogen radiofrequency plasma and
chemical treatment on photoluminescence spectra of SiOx layers containing Si nanoparticle s are investigated.
ConsiderablePL intensity growth in the samples containing Si nanocrystals (nc-Si-SiOx) after plasma treatment is
observed. Chemical treatment in ammonia and acetone vapour before thermal annealing of SiOx layers leads to the
considerable changes in PL spectra effecting as on the band shape as on intensity. A new intensive PL band (with
peak position near 600 nm) appears in samples treated in ammonia and acetone. It is assumed that chemical
treatment leads to modification of nc-Si-SiOx interface with nitrogen or carbon atoms. It is shown that chemical
and RF plasma treatment allow to increase PL intensity in nc-Si-SiOx structures and to control spectral structure
in range from 560 to 950 nm.
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